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Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors

Dispositifs discrets et circuits intégrés a semiconducteurs. Septième partie: Transistors bipolaires

Einzelhalbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen. Teil 7: Bipolare Transistoren

 

Tato norma obsahuje IEC 747-7:1988 a její změnu č. 1:1991

 

Citované normy

IEC 747-1 Zavedena v ČSN 35 8797-1 Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované
obvody. Část 1: Všeobecně (idt IEC 747-1/QC 700 000 : 1984)

 

Další souvisící normy

IEC 747-10 Zavedena v ČSN 35 8797-10 Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 10: Kmenová
norma (idt IEC 747-10/QC 700 000 : 1984)

IEC 747-11 Zavedena v ČSN 35 8797-11 Polovodičové součástky. Část 11: Dílčí norma pro diskrétní
součástky (idt IEC 747-11/QC 750 000 : 1985)

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 747-7:1988 Semiconductor discrete devices and integrated circuits. Part 7: Bipolar transistors
(Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody. Část 7: Bipolární tranzistory)

 

Nahrazení předchozích norem



Viz Příloha A.
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Předmluva

 

1. Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC tykající se technických otázek zpracovaných technickými
komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší
možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

2. Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.
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3. Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly
text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní komitéty dovolují. Jakýkoliv
rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v
národním předpise jasně vyznačen.

 

-- Vynechaný text --


